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AlGaN/GaN ヘテロ構造は HEMT構造や GaN 系の LEDのクラッド層に用いられており、これら

の素子の高効率、高輝度化に向けて良質な AlGaN/GaN ヘテロ構造が必要不可欠である。本研究グ

ループでは、その場観察 X 線回折測定の半値全幅の変化により、AlGaN/GaN ヘテロ構造のミスフ

ィット転位による緩和過程を報告してきた[1]。しかし、AlGaN/GaN ヘテロ構造の格子欠陥による

緩和過程は完全には理解されていない。そこで、本研究では実験値とフィッティング関数の誤差

を表すχ2パラメータを導入、CLやTEMの結果と比較を行いより詳しい緩和過程の解析を行った。 

 本研究では、c 面サファイヤ基板上に GaN を 3.5μm 成長させた GaN テンプレート上への AlN

モル分率 21%の AlGaN 成長について、その場観察 X 線回折測定を用いて解析を行った。図 1 に

その結果を示す。図 1 を参照しχ2のピーク位置前後の膜厚のサンプルを作製し、CL および断面

TEM を用いて結晶欠陥の観察を行った。図 2、3 にχ2ピーク前後の 230nm および 270nm の CL

像を示す。ここで、加速電圧は 3kV とした。230nm では AlGaN/GaN ヘテロ接合によって新たな

るミスフィット転位の導入は観測されなかったが、270nm ではダークスポット、ダークラインが

観察された。また、CL のダークスポット密度は膜厚に依存して増加する傾向があり、最終的に

GaN テンプレート中の貫通転位密度よりも多くなることから、下地である GaNからの貫通転位の

伝搬以外に新たに転位が発生していることが示唆される。これらの結果はその場観察の結果と転

位の発生に強い相関があることを示している。 
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図 3:半値全幅、χ2および膜厚 図 3:AlGaN270nmのCL像 図 3:AlGaN230nmの CL像 
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